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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界効果トランジスタを製造する方法であって、
　基板の上にダミーゲート構造を設ける工程、ここで前記ダミーゲート構造は、ゲート誘
電体層を備え、かつ、一組のスペーサの内側側壁により画定されるゲートトレンチにより
横方向に画定されるものであり、
　１つまたは複数の埋め込み層により、前記ダミーゲート構造を横方向に埋め込む工程、
ここで前記１つまたは複数の埋め込み層は、前面を画定するものであり、
　前記一組のスペーサの内側側壁の間で、最終ゲート電極層を設ける工程を含み、
　最終ゲート電極層を設ける工程は、
　拡散層を設ける工程、ここで前記拡散層は、少なくとも前記ゲート誘電体層の上、前記
一組のスペーサの内側側壁の上、および少なくとも前記前面の一部の上に延在するもので
あり、
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　前記拡散層の一部の上と前記前面の上に金属を含む金属層を設ける工程、ここで前記金
属は、前記ゲートトレンチには入らず、
　アニールステップを施す工程、ここで前記アニールステップは、前記金属層の金属の前
記拡散層内への拡散を付勢するように、かつ、前記拡散層内の金属を、前記拡散層におけ
るゲート誘電体領域に対応する部分に拡散させるように行われるものであり、
　最終ゲート金属充填層を用いて前記一組のスペーサの内側側壁の間の領域を充填する工
程を含む
　方法。
【請求項２】
　前記拡散層は、シリコンを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記拡散層は、２ｎｍから１０ｎｍの厚さを有する、
　請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記金属層は、アルミニウム、インジウム、ガリウムまたはニッケルを含む、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記アニールステップは、４００℃から６００℃の温度で実施する、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記アニールステップは、１分から１０分の継続時間を有する、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記スペーサの内側側壁の間の水平距離は、２０ｎｍより小さい、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記拡散層は、化学気相成長法（ＣＶＤ）により堆積させる、
　請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アニールステップは、
　前記拡散層と前記金属層が完全に融合して複合構造を有する単一の融合層となるように
施される、
　請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アニールステップを施す工程の後に化学機械研磨（ＣＭＰ）を実施する工程、
　最終ゲート金属充填層を用いて、前記一組のスペーサの内側側壁の間の領域を充填する
工程を含む、
　請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電界効果トランジスタは、前記基板の前面から突出する少なくとも１つのＦＩＮ構
造を備えた非プレーナ型であり、
　前記ダミーゲート構造は、前記ＦＩＮ構造の上に少なくとも部分的に、かつ、前記ＦＩ
Ｎ構造に近接して少なくとも部分的に設けられた、
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前面の上の金属層と、前記ゲート誘電体層の上の領域における拡散層の上面との間の垂
直距離は、１７０ｎｍより小さい、
　請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記ダミーゲート構造は、ダミーゲート電極層をさらに備え、
　前記一組のスペーサの内側側壁の間で前記ダミーゲート電極層を除去する工程をさらに
含み、
　前記最終ゲート電極層により、前記ダミーゲート電極層が置換される、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の方法。
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